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【はじめに】これまでに、複数のドーパントを含む半導体の多数キャリア密度
の温度依存性から、各ドーパント（およびトラップ）の密度とエネルギー準位
を高精度で評価できる方法を提案してきた 1-3)。今回は、Si2(CH3)6:HMDSを用
いてヘテロエピタキシャル成長させた 3C-SiC 中のドナー（またはトラップ）
の密度とエネルギー準位を評価した。 
【実験方法】Si基板上に、炭化バッファ層を介して 1350℃で３種類の膜厚（8
μm、16μm、32μm）の 3C-SiC をヘテロエピタキシャル成長させた。Si 基
板をエッチングした後、ホール効果測定を行った。 
【実験結果】32μmの試料のホール効果測定から求められた電子密度n(T)の温
度依存性を図中の丸印で示す。測定結果を解析するために、スプライン関数で
補間した結果を実線で示す。評価関数を H(T,Eref)=n(T)2exp(Eref/kT)/(kT)2.5 と
定義する。H(T,-0.002)を破線で示す。H(T,-0.002)のピークとなる温度が各エネ
ルギー準位に対応することから、少なくとも２種類のドナー（またはトラップ）
が存在することが分かる。詳細に調べた結果、各膜厚の試料全てにおいて、３
種類のドナー（またはトラップ）準位が存在することが分かった。 
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